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1. 背景・目的 
 SrV6O11はVがカゴメ格子を形成し、低温で強磁性と
なることが知られている。この物質の多結晶作製には 24
時間、封管法による単結晶作製には 2週間を要し、作製
された単結晶も小さい[1][3]。K2CO3をフラックスとして用
いるFZ法[2]によって大きな単結晶を短時間で作製するこ
とを目的とし、またこのフラックスとしてK2CO3を用い
る FZ法の妥当性を調べる。 
 この FZ法を行うにあたっては SrV6O11多結晶を 10g
オーダーで用意する必要がある。SrV6O11多結晶作製に際
してはPt 箔を容器とすることから、このPt 箔を可能な
限り消耗しない方法を見出す必要がある。 
 さらに、VサイトにTi をドープした SrTixV6-xO11の多
結晶を作製し、物性を計測する。 
2. SrV6O11多結晶の効率的な作製 
 SrV6O11多結晶の作製には、材料のペレットをPt カプ
セルに入れたのち石英管に真空封入(封管)した上で、
1200℃にて 24時間の焼結をする必要がある。ここで、
Pt カプセルの形が容器として不十分であったり、材料の
ペレットとしての形状が不均一であったり、封管の真空
引きが不十分であったり、といった様々な要因で焼結は
失敗して、試料がPt カプセルふくめ石英管全体に付着し
てしまう。 
 ここで希塩酸にてPt カプセルを洗浄すると、付着した
試料は完全には剥がれ落ちず、またPt カプセルは腐食し
てしまった。そこで希塩酸に代わって希硝酸を容器洗浄
に用いたところ、付着した試料はPt カプセルから剥がれ
落ち、またPt カプセルは腐食しなかった。 
 以上の結果も含めて、SrV6O11多結晶を効率的に作製す
る方法を確立することができ、5日間のうちに 20g 程度
のSrV6O11多結晶を用意することができるようになった。 
3.FZ 法による SrV6O11単結晶作製 
 FZ 法を以下の 3 通りの方法で行うことで、FZ 法に際
して K2CO3をフラックスとすることの妥当性を検証し
た。 
No.1 材料:Sr2V2O7+5V2O3+0.3K2CO3雰囲気:Ar+H2(7%) 
No.2 材料:SrV6O11 雰囲気:Ar+H2(7%) 
No.3 材料:SrV6O11+0.3K2CO3 雰囲気:Ar 
 この結果、No.1 と No.2 では粉末 X 線回折において
SrVO3と SrV10O15のみが検出されて SrV6O11が検出され
なかった。No.3 では SrV6O11と Sr3V2O8が検出されて、
K2CO3をフラックスとして FZ を行うことが妥当である
ことが分かった。さらに Ar 雰囲気ではなく Ar+H2(7%)
雰囲気で FZ を行うことで、SrV6O11単結晶を FZ 法にて
作製できる可能性を見出すことができたと言える。 

 4.SrTixV6-xO11の磁化測定 
 V サイトに Ti をドープした SrTixVs6-xO11については x
は 0≦x≦1.5で作製が可能であることが報告されていて[3]、
結晶構造については報告されているものの、物性について
はよく分かっていない。そこで、Ti ドープした多結晶試
料を作製し、SQUIDを用いて磁化特性を調べた。 
 まず磁化 M の温度 T(K)依存性(7K≦T≦350K)を
H=1000Oe, 50000Oe で測定し多物を図 2 に示す。90K
以下でMとHが比例していない温度T領域があり、強磁
性となっていると推測される。この温度域でMの磁場H
依存性(70000Oe≦H≦70000Oe)を測定した(図 3)。その結
果、x=0.5, T=10Kでは明確なヒステリシス曲線を描くこ
とがわかった。 
 

 

図 1 Pt カプセルの形状 

図 2 x=0, 0.5, 1, 1.5 のM/Hの温度T依存性 

図 3 x=0, 0.5, 1, 1.5 の磁化Mの磁場H依存性 
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